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グラフェンはその優れた特性から様々な分野への応用が期待されている。我々は、銅を置

き換える配線材料への応用に注目している。今までにナノダイヤモンドを用いた析出法によ

り、400℃で SiO2 上への多層グラフェンの直接成長に成功している[1]。今回はさらなる低温

化を目指し、ナノダイヤモンドと Ni の反応限界温度の探索と成長温度の低減化を試みたので

報告する。 

ナノダイヤモンドと Ni の反応最低温度の探索のためには Ni 箔上にナノダイヤモンドを塗

布し、真空雰囲気において 200℃、250℃、300℃で熱処理実験をおこなった。また、グラフ

ェンの低温成長のためには SiO2(300 nm)/Si 基板上に電子ビーム蒸着装置により、Ni(100 nm)

を蒸着した後、ナノダイヤモンドを塗布することでサンプル構造を準備した。真空雰囲気に

おいて 350℃～390℃の範囲で設定温度を 10℃きざみで変え、これらのサンプルを 30 分間熱

処理することにより、グラフェンの析出成長をおこなった。その後硝酸により触媒金属をエ

ッチング除去し、SiO2/Si 基板上に直接グラフェンを得た。 

図１に反応最低温度探索

のためのサンプル構造(a)、及

び実験後の基板表面のラマ

ンスペクトル (b)を示す。

250℃においてNi箔の裏面に

D,G ピークが観察された。こ

のことからナノダイヤモン

ドは 250℃において Ni と反

応し箔の裏側まで拡散する

ことがわかった。また、図 2

に示す SiO2/Si 基板を用いた

グラフェン析出成長のため

のサンプルでは 370℃におい

て G’ピークが観察され、多層

グラフェンの直接成長に成

功していることがわかる。 
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図 1 反応温度サンプル (a) 

及びラマンスペクトル(b) 

図 2 グラフェン析出サンプル(a) 

及びラマンスペクトル(b) 
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